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Om eksamensoppgaven: 

Generelt for alle oppgaver gjelder at alle svar må begrunnes. Alle deloppgaver (a, b...) 
teller like mye. 

 

 

Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig 



OPPGAVE – 1 

a) Hvilke egenskaper har kretsen under? 

 

Transistordata: n = 1.04 og VT = 25mV i EberMolls Likning.  

b) Finn og regn ut verdiene i Thevenin-ekvivalenten til forspenningen. 
c) Finn IB og  IC. 
d) Finn VCE og VB. 

e) Tegn småsignalmodellen til kretsen(re-modellen) og finn re.  Ta hensyn til Early-effekten 
i modellen. 

f) Finn inngangsimpedansen og utgangsimpedansen uten hensyn til Earlyeffekten. 
g) Utled forsterkningen (Fra modellen) uten hensyn til earlyeffekten. 
h) Finn forsterkningen Av = Vo/Vi når du ikke tar hensyn til lasten og Earlyeffekten. 
i) Hvor stor må ro være for at forsterkningen i h) vil halveres når man tar hensyn til 

Earlyeffekten.? 
j) Finn forsterkningen Av = Vo/Vi når du tar hensyn lasten, men ikke Earlyeffekten. 
k) Hva slags filter har vi på inngangen og hva blir grensefrekvensen. 

 
 
OPPGAVE – 2 
 

a) Finn Vo i figuren under. Hva slags krets kan dette være? 
 

 



b) Finn strømmen i kretsen under. 
 
 

 
 
 

c) Finn spenningen (Vo1 og Vo2) i kretsen under. 
d) Finn strømmene i kretsen under. 

 
 

 
 
 
 
OPPGAVE – 3 

a) Finn transferfunksjonen H(s) for kretsen i figuren under med hensyn til utgang Vut og 
inngang Vinn. 

 

 

 
b) Hva slags krets er dette? 
c) Finn frekvensresponsen til H(s). 
d) Hva blir grensefrekvensen? 

 
 



OPPGAVE – 4 

a) Hvilke egenskaper har kretsen under og hvilken type transistor er benyttet? 
b) Finn VG. 
c) Finn VGSQ når ISQ = 1mA. 

 

 

d) Finn forsterkningen til kretsen. 
e) Finn inngangsimpedansen til kretsen. 
f) Hvordan kan man enkelt øke kretsens inngangsimpedans til over 20 MΩ uten å 

påvirke kretsen ellers? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 

 

 

 


